'y 4548 DC  schneller statischer (1 k x 4) Bit CMOS RAM
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- CMOS-Technologie,

- gemeinsame (bidirektionale) Datenein-/-ausgéinge,

- Tristate-Ausgangsstufen,

- Ein- und Ausgéinge filir den Typ U 6548 DC 35 TTL-kompatibel,
- Adressenzwischenspeicherung,

- Datenerhalt bis U, = 2 V,

- pinkompatibel zum U 224 D und U 214 D,

Ausgewéihlte Kennwerte

Kennwert ;{;irczhren MeBbedingung min. | typ. | max. |Einheit
Betriebsspannung UCC 4,5 9,9 v
Zugriffszeit tCLQV U 6548 DC 20 20 ns
tCLQV U 6548 DC 35 35 ns
Zykluszeit tCLCL U 6548 DC 20 30 ns
tCLCL U 6548 DC 35 50 ns
Stromaufnahme bei 10 MHz ICCO 20 mA
Ruhestromaufnahme ICCR 50 pHA
Schlafstromaufnahme ICCS 10 A
|Betriebstemperaturbereich Ta -25 85 °C
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Bild 6 (DIP-18, Plast)




